Влияние нижнего электрода LNO на структуру тонких пленок PZT
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Тонкие пленки цикроната-титаната свинца (Pb(ZrxTi1-x)O3, PZT) представляют особый интерес для создания элементов памяти ввиду их низкого рабочего напряжения и высокой скорости переключения [1-3]. Однако, низкие усталостные свойства классических пленочных структур с платиновыми электродами и необходимость повышения их рабочих характеристик требуют поиска новых материалов для проводящих слоев. Псевдокубическая перовскитная структура LaNiO3 (LNO) с близким параметром решетки к PZT в сочетании с высокими эксплуатационными свойствами делает LNO перспективным материалом для электродов подобных гетероструктур [2]. 

Известно, что строение нижних слоев (электродов) оказывает особое влияние на формирование верхних слоев гетероструктуры. В связи с этим, данная работа посвящена исследованию структуры слоев композиций PZT-LNO-Si и PZT-LNO-SiOх-Si, полученных методом химического осаждения из растворов.
Для формирования слоя LNO прекурсоры наносили на Si-подложки послойно (семь подслоев). После нанесения каждый подслой высушивали в ИК-излучении с последующим кристаллизационным отжигом при температуре T = 650 ˚С. Для формирования слоя PZT на слой LNO наносили восемь подслоев прекурсора, каждый подслой высушивали в ИК-излучении и в муфельной печи при температуре Т = 400 ˚С, после чего весь объем полученного PZT-слоя отжигали при температуре Т = 650 ˚С.
Исследования методами просвечивающей электронной микроскопии, просвечивающей растровой электронной микроскопии, электронной дифракции и энергодисперсионного анализа показали, что слой цирконата-титаната свинца в обеих композициях кристаллизуется гетерогенно с образованием перовскитной фазы. Поликристаллическая, пористая, хаотично ориентированная структура слоя LNO при этом способствует измельчению структуры PZT. Присутствие силикатного подслоя способствует уменьшению пористости на межфазной границе LNO-SiOx по сравнению с межфазной границей LNO-Si.  Значение остаточной поляризации достигает 27,4 мкКл/см2 для системы PZT-LNO-Si, при этом максимальное значение диэлектрической проницаемости равно 788. Для системы PZT-LNO-SiOх-Si остаточная поляризация и диэлектрическая проницаемость имеют значения 31,0 мкКл/см2 и 1019, соответственно.
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